Amplificadores de Banda Angosta (Sintonizados)

v, =V, sen(wt)+V, sen(w,t)+......

V, :Vslwn@vlt +f1)+Vszsen(/v2t +f 2)+ ........

El retardo es;
fl f2 f3
t,=— t, =— t,=—
1 W, 2 w, 3 W, etc.
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Amplificadores de Banda Angosta (Sintonizados)

“ Para mantener |laformade laonda original se debe cumplir que::

Vel Ve2 Ve3 T Wt
AU VAR
1:1:1:2:f3: =k V’\ >
Wl W2 W3 .............. \’/
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Desfase y Distorsion

Vg Va

>l e U >l 1< U -

Y Wt Vs I Wt
AN ANA N N N
YAV Y > f, |€U U/

> f |«
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Factor de Calidad de una Bobina

Pérdidas de la bobina:

*Pérdidas resistivas en el dambre de la bobina
*Peérdidas en € nucleo (ferrita)

*Péerdidas en € blindaje

E . _ Potreactiva _ 1°X,s Wl
S

- . . - 2
Re Pot.resistiva | “Rg Rs

e s O

2
— + ] E?
R, = Ry[1+Qs B R
L Re ¢ 10 Qe = E7 “wh,  Gowl,
| Xp = Xs_él"'yl:l R,
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Amplificador Sintonizado: modelo

“ Sea el elemento activo un Transistor JFET:

V|1 % 7T \I/ZDRC

_f®_
[ |
[

A

Rc V2
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Funcion de transferencia

| @ - V2

G L C ‘

| y G representa el circuito equivalente Norton
del elemento activo, cualquiera que este sea.

V2 B 1
| sC+ 1/sL + G

s/C
£ +sG/C+1LC
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Polos

S,,= -1/2 G/C +\/ Y4(G/C)2 — 1/LC
Frecuencia natural: w,=1/\VLC

Factor de mé&rito: Q=R /w,L Q=w,C/IG a G/C=w,/Q

S;,= - W,/ 2Q +/ Ya(W,/Q )2 — Wy?

S,,= - Wy/ 2Q +j wy\/ 1 — 1/ 4Q2
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Funcion de transferencia: plano s

. =

(5—8) (5—5)

Aproximaciones; JWo

S Q>>1 Wo/ 2Q << W

Entornoas;:
s 7§ (Wp)
S—5s, T 2j (W)

51:-W0/2Qijwowl—17\4Qé =W,/ 2Q+jw,

S—s, =+ j(W-w,y) +w,/2Q
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Funcion de transferencia aproximada

... e

{i (W-wp) +Wo/2Q} {2 jwi}

Ay B 1/C 1w,/ 2Q]
{i(w-wp) +w,/2Q} {2} Ulwy/ 2Q]
1/G
Az =

LW wg) / (We/ 2Q) 3
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Funcion de transferencia: frecuencia de corte

d 116
|AZ| R

VL LW wy) / (Wl 2Q) 32

f=p-arctg{w-wy)/(w,/2Q)}

Frecuencias de corte: wtal que |Az | = |Az|, N2

{w-wp)) / (W, /2Q) }* =1 a {w-wy) 7 (w,/20Q) } =1
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W, =w, + (Wy/ 2Q)
W, =w,- (W,/2Q)

Ancho de Banda:

BW =w, - w,

BW =w,/Q

En que
Q=R/w,L

V2a

sl

S_Sl

Frecuenciade corte, Ancho de Banda

“ Frecuencias de corte:

' s=jw,

v

«—(Wy/ 2Q) — |[«—(Wyr2Q) —

-p/2
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Acoplamientos

“ Inductivo:

— L 2 ' — L L ,
C I Ge C
a=N; /N,
Capacitivo:
Ll{ | Ll{ — GG Ge
T G, . Ge C,+GC,

a= (C,+C)/C,
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Osciladores: Modelo realimentado

“ Xs = A(S) X, X

X, = b(s) X,
Xg = Xo = X, b(s)

Xs _  A(S) X,

S

X_ 1+ Db(s)A(S)

e

e — @ A(s) .

Oscilacion: X1 0 six,=0 a 1+ Db(s)A(s)=0
Luego:
Condicién Oscilacién: Re { bGw) A(jw) }=-1

bGw)A(jw)=-1+j0
Condicion de partida: Im{b(jw) Ajw) }=0
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Osciladores: Modelo matricial

Analisis en base a ecuaciones de bucle:

Iy Vs
P 0 l,=V;* D, /D,
Z
I, 0
Condicion de oscilacion: 1;,* 0si V;, =0 a D,=0
Anélisis en base a ecuaciones de nodo:
V, I
V, 0
Y Vi=1* Dy /D
V, 0
Condicion de oscilacion: V,;* 0si I, =0 a D, =0
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Polarizacion JFET

Vdd
Rd
Co
¢ ——-
— )
Vgs
\9
Rg Rs Tcs

Recta de Carga de Compuerta:

b‘qiz Vgs +Rs*Id a Id @ Vgs/Rs
~0

ldss

Vp Vgs

La interseccion de esta recta de carga con la
curva estatica de compuerta determina el punto
de polarizacion

La curva estatica de compuerta también se puede modelar mediante la ecuacion:

Id = Idss(1- Vgs/Vp)2

con lo que se dispone de dos ecuaciones para resolver las variables Id y Vgs
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Polarizacion JFET

“ Recta de Carga de Drenaje:

Vdd =Rd *Id + Vds +Rs * Id

Vgs= -

Vgs= -4

Id = -Vds/(Rs+Rd) + Vdd/(Rs+Rd) N

Vds

La interseccion de esta recta de carga
con la curva estatica de drenaje
determina el punto de polarizacion
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JFET: Modelo incremental

“ Transconductancia incremental Id

gm = d(ld) / d(Vgs) Vgs= -
2
gm = 2 ldss/Vp (1- Vgs/Vp)
Iz Vgs= -4
gm = gmo (1- Vgs/Vp) ‘
En que gmo = gm para Vgs = 0 Vp Vgs vds
Conductancia incremental de salida
gds = d(1d)/d(Vvds)
T
Modelo incremental del JFET: vgs <¢>
id= gm vgs ‘ gds
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Modelo incremental de Amplificador

Rd

|
|
|
|
|
Rg i vg
|
|
|
|
|

Av = Vds/Vgs = - gm*(rds//Rd)
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